
  

Carbon Footprint der Epitaxy von GaN auf SiC für HEMT

Kategorien Copyright? Bezugsjahr: Geographischer Bezug:

Kommunikationsinfrastr
ukturen

Carbon Footprint von
III-V Halbleitern

Ja 2025 Deutschland

Technologiebeschreibung:
Beschrieben wird der IAF Epitaxiprozess für GaN HEMT auf SiC für Hochfrequenzschaltungen. Eine einkristalline
Gallium-Nitrid-Schicht wird mithilfe von MOCVD (Metallorganische Chemische Gasphasenabscheidung) auf SiC-
Wafer gewachsen. Der epitaxierte Wafer kann nachfolgend zu ICs für Leistungselektronik sowie RF-
Anwendungen verarbeitet werden. Der Prozess findet in einer Forschungsumgebung in Deutschland statt.

Bezugsgröße:
1 mm² funktionale Chipfläche

Copyright:
Fraunhofer IAF, Universität Freiburg INATECT EEH - Dieser Datensatz ist im öffentlich geförderten Projekt Green
ICT @ FMD entstanden und ist zu 100% vom BMBF gefördert.

Systemgrenzen:
Cradle-To-Gate Epitaxieprozess (ohne Wafer)

Methodische Aspekte:
Modeliert mithilfe von openlca mit der Ecoinvent v3.10 cutoff Datenbank. Market Europe/ReW wenn möglich.
Fehlende Daten zu Chemikalien mithilfe von RREM (Huber2022). Infrastrukturverbräuche auf Basis von SEMI
S23. Folgenabschätzung mit der EF3.1 Methode. Skalierung auf von Forschungs-Reinraum auf industriellen
Fertigung mit 150 mm, dafür anpassung der Wafergröße und Yields. (Lineyield 92%, Cut to Die Yield 85%, Die
Yield 87,64)

Datenqualität, -herkunft:
Strom- und Materialienverbrauch gemessen. Upstream-Bilanzen aus Ecoinvent 3.10. Keine weiteren
Verbrauchsmaterialien berücksichtigt.

Datenübersicht:
Wert Einheit

Global Warming Potential (GWP) 1,76 g CO2e

Energieverbrauch 0,174 kWh

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 1/1 | PDF erstellt am 15.07.2026 https://greenict.de/referenzdaten

https://greenict.de/referenzdaten/filter/carbon-footprint-von-iii-v-halbleitern/
https://greenict.de/referenzdaten/filter/carbon-footprint-von-iii-v-halbleitern/
http://www.tcpdf.org
https://greenict.de/referenzdaten

